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Abstract (en)
The device has reduction units for reducing dependency to a value of a resistor (R1) for a current circulating in a branch (31) of a proportional
to absolute temperature current generator. The reduction units have a resistor (R4) of non adjustable value and act in a manner to increase
or decrease the current circulating in the branch when resistivity of the resistor (R1) is higher or lower than a reference value respectively. An
independent claim is also included for an electronic integrated circuit comprising a device for generating reference voltage.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif de génération d'une tension électrique de référence comprenant un premier et un second générateurs de
courant délivrant respectivement un courant proportionnel et un courant inversement proportionnel à la température, et des moyens de sommation
desdits courants, de façon à obtenir une tension indépendante de ladite température, ledit premier générateur de courant comprenant au moins
un amplificateur opérationnel (14) et deux branches en parallèle, une première branche (31) comprenant une première source de courant et un
premier transistor bipolaire, et une seconde branche (32) comprenant une seconde source de courant, une première résistance (R1) et un second
transistor bipolaire. Selon l'invention, un tel dispositif de génération d'une tension électrique de référence comprend des moyens de réduction de
la dépendance à la valeur de ladite première résistance (R1) du courant circulant dans ladite première branche (31), lesdits moyens de réduction
comprenant au moins une deuxième résistance de valeur non réglable (R4). <IMAGE>
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